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【はじめに】半導体デバイスの製作では，半導体製造装

置やドラフトチャンバなどの設備が十分整った環境が

求められる．我々は半導体製造装置等を備えていなくて

も，通常の実験室のような環境において半導体デバイス

の製作実習を実施する方法について研究してきた．その

結果，半導体製造装置やフッ酸などを使わずに，ソー 

ラーモータを駆動させることのできる教育用 Si 太陽電

池を製作する方法を開発した1)．本研究では，製作時間を

短縮するために不純物拡散源の溶解量と拡散時間のそ

れぞれ異なる太陽電池を製作し，その短絡電流 Isc等につ

いて調べた． 

【製作方法】太陽電池の製作には，面方位（100），比抵

抗 5Ωcmの 4インチ n型 Siウエハを 1/2にへき開したも

のを基板として用いた．不純物拡散源として酸化硼素

（B2O3）を用い，2mlの SiO2コーティング剤に溶解さ

せ Si基板表面に塗布した．その後マッフル炉を用い大気

中において 1100℃の条件で硼素を熱拡散させた．手持ち

形電動工具（ルーター）の先端にフェルトバフを取り付

け研磨剤を用いて表面にコンタクトホールを空け，裏面

の SiO2 膜は製作時間を短縮するために布ヤスリを用い

て除去した．電極形成には Alテープと Alペーストを用

いた． 

【結果】Fig. 1に各々の B2O3溶解量により製作した太陽

電池の短絡電流 Isc を示す．B2O3 を 140mg とすると Isc

は 146mAまで増加させることができることがわかった．

B2O3 を 140mg とし各々の拡散時間よって製作した太陽

電池の Iscを Fig. 2示す．Iscは拡散時間 10min のときに最大 180ｍAとなることがわかった．これ

らの結果に基づき，Si基板のサイズを 4インチウエハの 1/4まで小型化し，B2O3を 140mg，拡散

時間を 10min，裏面 SiO2除去を布ヤスリに変更するなど製作方法を改良した．その結果，太陽電

池の製作からソーラモータ駆動までを 2コマ（90min×2）程度の時間で実施できることがわかり，

学期中の実験実習への導入が時間的に可能となることが明らかとなった． 
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Fig.1 Short-circuit current of solar cells 
fabricated with various dissolution 
amounts of B2O3  

Fig.2 Short-circuit current of solar cells 
manufactured with various thermal 
diffusion times. 
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